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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

本課題は半導体プロセス用材料の性能評価を目的として、SAM24とO2を用いてプ
ラズマALD成膜を検討した。

実験
Experimental

・利用した主な実験装置
【AT-103】原子層堆積装置_3付帯XPS装置（アルバック・ファイ)
・実験方法
原子層堆積装置(FlexAL)を用いてSi基板上にプラスマALD法でSiO2を成膜した。以
下に成膜条件を示す。
プリカーサー：BDEAS (SAM24)
反応剤：O2プラズマ
成膜温度：300℃
サイクル数：116, 464 cycle
①100ms, BDEAS/Ar
②Purge 3s, O2/Ar
③2s, O2

④5s, O2 plasma
⑤Purge 2s, Ar
成膜後にエリプソメーターおよびXPSを用いて膜厚と元素組成を解析した。

結果と考察
Results and Discussion

エリプソメーターを用いて膜厚を測定した結果を図1に示す。成膜速度GPC
(Growth per cycle) ＝ 0.88Å/cycであり、Si基板に対してインキュベーションタイ
ム無く、成膜が進行している様子を確認した。次に、SiO2を成膜したサンプルに対
してXPSで元素組成を測定した結果を図2に示す。「Si」と「O」が同比率で成膜し
たが、116cycは464cycより「C」比率高いことを確認した。CはSi基板の前処理不
十分による持ち込みと考察した。今後は、他の分析手法を用いて膜質について詳細
に評価を進めていく予定である。
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